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【背景】グラフェンはそのユニークな電子・光特性から幅広い分野においてデバイス応用が進ん

でいる。我々は、グラフェンの優れた光学特性を活かした高性能光センサの実現を目指している。

しかし、グラフェンの光吸収率(量子効率)は 2.3%と低いため高感度化が主要な課題となっている。

これまで、プラズモン共鳴構造 1, 2)、PN 接合形成 3)、光ゲート構造 4-7)、電荷注入構造 8)などの高

感度化手法を提案してきた。 

【赤外線センサへの応用】赤外線センサは、量子型と熱型の二種類の方式があるが、一長一短が

ある。我々はグラフェンを用いることで、両方式の長所である高感度、高速応答、高温動作、低

コストをすべてみたす理想的な赤外線センサが実現できると期待している。 

【高感度赤外線センサ】Fig. 1 に光ゲート効果を用いた高感度中赤外赤外線センサの一例を示す。

基本構造はグラフェン FET 型であるが、基板に InSb を用いている。InSb が中赤外波長域にバン

ドギャップを有するため、中赤外波長域において光ゲートが生じる。Fig. 2 に中赤外光に対する応

答を示す。光ゲート効果によって良好な応答が得られ、量子型の 10 倍以上の感度が得られている。

当日は最新の結果も踏まえ、これまでの検討結果からグラフェンの光センサ応用について述べる。 

 

 

Fig. 1 InSb-based mid-IR graphene photodetectors       Fig. 2 Time dependent photo current response 
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